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BINEEE (Vin) 42 %
EEEENEEE 40 %
ZHEBABE -0.3~5.5 V
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HETIERH
BIRES (El =21 v
BNEBE (Vin) 8~40 Vv
EEBINBE 0~40 Vv
IRE RS HEEMARBE 1.8~3.4 V
[RAMZEDTIA (Vsense) -0.3~0.3 \Y
FiEEHER 0~50 mA
HEBERE 0~20 mA
Zim s BT 0.03~2 mA
DS 0.1~300 KHz
%A (Rt) 1.8~100 KQ
IRZEBEZE (Ct) 1~1000 nF
TSR 150 °C
IMEH; L—:r'Jlml 0"'70 °C
HBSES¥ (TEERBRT, Vin=20V, TA=25C)
SG3524
V=] % /ﬂ\ e
&= ! =t MIN. | TP | MAX. | T2
EEBESRD Vref  (FTBiRBARY, IL = 0mA)
Vref iR E 4.8 5.0 5.2 \Y;
Line Reg | BBE&ME Vin=8V~40V 30 mV
Load Reg | AE&I4E IL =0 to 20mA 50 mV
Short HEEKER VREF = 0V 25 150 mA
current
frmabs) Oscillator (FEitBEAT FOSC =40KHz , RT =2.9KW, CT =0.01uF)
Fosc RHIR 36 44 KHz
SIREE 2R VIN = 8V to 40V 1 %
MaxFosc | mEiREiR RT = 2K, CT = 1nF 200 400 KHz
RHEIEE 3 3.9 \Y;
R E 0.6 1.2 Vv
Pulse e p g e
Width RZhPEE 0.3 15 us
IREMKEEERS EA (GiRBBRT, Vem=2.5V)
Vio BIANKREBE 10 mV
Ib BMARERR 10 uA
lio BINLEBR 2 uA
Av BnJPAEmS 60 dB
Vol Tt 3ME==AE VPIN 1 - VPIN 2 > 150mV 0.2 0.5 \Y;
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Voh HH SR VPIN2-VPIN1>150mV | 3.8 4.2 \Y;
CMR g N AR VCM = 1.8V to 3.4V 70 dB
PWM triiggEf sy
Min Duty | &/N\GaStE VCOMP = 0.5V 0 %
Max Duty | e KGZEL VCOMP = 3.6V 45 49 %
BB PREIEBER (4% Current Limit Amplifier (VCM = 0V)
Vsense BNSESBE 180 220 mV
Ib BARERR 200 uA
EB IR KWrER> Shutdown
Vth X EEBE 0.5 0.8 1.2 \Y;
WEEy (FEE)
Cleak EBNRER VCE = 40V 50 uA
Vcsat EBNERE IC = 50mA 2 \Yj
Ve KRR E IE = 50mA 17 \Y;
Rise time | EEBEMEH _EFHATE] RC = 2K 0.4 us
Fall time EErE AR BR8] RC = 2K 0.2 us
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Dimensions In Millimeters(SOP16)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 9.80 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 10.0 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
DIP16
B D1
D
I I N O B O
O
I O N O O A
] b
Dimensions In Millimeters(DIP16)
Symbol: A B D D1 E L L1 a b [ d
Min: 6.10 18.94 8.40 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.85 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 9.00 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.90 0.50
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	产品订购信息
	极限条件
	应用及注解
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导


